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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体基板と、
　該誘電体基板に対してグランドメタル層を介して実装される半導体回路チップと、
　該半導体回路チップの、該誘電体基板とは反対側に直接又は非導電性接着剤を介して形
成された抵抗膜と、
　該抵抗膜に対して実装され、該抵抗膜とは反対側の面にメタル層が形成された別の誘電
体基板と、
を備えたことを特徴とする回路モジュール。
【請求項２】
請求項1において、
　該抵抗膜が、該別の誘電体基板に接着されており、且つ該半導体回路チップの材質の誘
電率によって決定される特性インピーダンスに等しいシート抵抗値を有することを特徴と
した回路モジュール。
【請求項３】
請求項１において、
　該抵抗膜が、該別の誘電体基板のメタル層を介してキャップに接着されており、該半導
体回路チップと該抵抗膜と該別の誘電体基板が該キャップによって覆われていることを特
徴とした回路モジュール。
【請求項４】
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請求項１から３の内のいずれか一つにおいて、
　該別の誘電体基板の厚さが、不要放射波において1/4波長であることを特徴とした回路
モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路モジュールに関し、特にマイクロ波やミリ波等の高周波帯に使用される
半導体回路チップを搭載する回路モジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図11は従来の回路モジュールを断面図で示している。同図(1)は同図(2)に示すA-A面で
切断したときの部分断面図を示し、同図(2)は同図(1)に示すB-B面で切断したときの断面
図を示しており、チップ実装用誘電体基板1上にグランドメタル層2を形成している。この
チップ実装用誘電体基板1上には、グランドメタル層2と共に、信号線5aも形成されており
、この信号線5aは、メタルバンプ3を経由して信号線５に繋がっており、グランドメタル
層4は半導体回路チップ6の表面（主にデバイスが搭載されている面）に形成され、フリッ
プチップ実装されている。
　また、誘電体基板1と共に半導体回路チップ6を覆うようにキャップ9が形成されており
、これによって、半導体回路チップ6の破壊防止や気密封止を図っている。なお、信号線5
aは、誘電体基板1内を貫通するスルーホール8を経由して信号線5bに接続され、さらに外
部回路に接続されている。
【０００３】
　この他に、高周波用の回路モジュールとしては、半導体回路チップを誘電体基板上にフ
リップチップ実装した高周波パッケージモジュールであって、誘電体基板の半導体回路チ
ップを実装する面と反対側の面で且つ該半導体回路チップと対向する領域に、該半導体回
路チップの動作周波数の波長λの1/2以下の大きさの複数のランドパターンを形成した構
成とし、又誘電体基板の半導体回路チップの実装領域に、金属を充填したスルーホールを
λ/4以下の間隔で複数形成したものがある（例えば、特許文献1参照。）。
【０００４】
　さらに、モジュールの回路基板における最上層及び最下層にグランドパターンを形成し
、回路基板における内層に高周波の伝送線路となる回路パターンを形成する構成によって
、回路基板の表面からの電磁波の放射を大幅に低減することができ、キャップ取り付けに
よる特性変動を抑制することができる高周波モジュールがある（例えば、特許文献2参照
。）。
【特許文献１】特開2003-78066号公報
【特許文献２】特開2005-209921号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図11に示すような回路モジュールでは、高周波、特にミリ波のような波長が短い帯域に
おいて、半導体回路チップの例えば裏面（チップ実装用誘電体基板1とは反対側の回路が
実装されていない面）から漏洩した不要放射波が、信号線5a→メタルバンプ3→信号線５
を経由して半導体回路チップ6に戻り、アイソレーションを劣化させ半導体回路チップ6の
正常動作を阻害するという問題点があった。
【０００６】
　このため、従来は、キャップ9の内側にゴム系などの電波吸収体を貼ることで、漏洩電
力を吸収していたが、ゴム系の電波吸収体は経年変化に弱く、長期信頼度に問題があった
。また、ゴム系ではない有機系を用いた電波吸収体などを用いると、アウトガスが発生し
て半導体回路チップへの信頼性の影響が懸念されていた。
【０００７】
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　従って本発明は、半導体回路チップから漏洩した不要放射波に対するアイソレーション
を向上させた回路モジュールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（1）上記の目的を達成するため、本発明に係る回路モジュールは、まず誘電体基板と、
該誘電体基板に対してグランドメタル層を介して実装される半導体回路チップと、該半導
体回路チップの、該誘電体基板とは反対側に直接又は非導電性接着剤を介して形成された
抵抗膜と、を備えたことを前提としている。
【０００９】
　すなわち、本発明に係る回路モジュールにおいて、半導体回路チップの、誘電体基板と
は反対側の面（通常裏面であるが、ここではこれに限定されない。）から漏洩する不要放
射波は、その裏面に形成された抵抗膜によって吸収され、また半導体回路チップの表面（
これに限定されない）から漏洩しようとする不要放射波はグランドメタル層で反射されて
戻り、やはり裏面に形成された抵抗膜において吸収（減衰）されるので、その放射電力は
大きく減衰し、別の端子などから半導体回路チップに戻ってアイソレーションを劣化させ
るような事態を防ぐことができる。
（1-1）ここで、上記の抵抗膜は、半導体回路チップの裏面に直接形成するか、或いは非
導電性接着剤を介して形成すればよい。
（1-2）また、上記のグランドメタル層は、半導体回路チップの表面又は誘電体基板上に
直接形成され、不要放射波に対する反射層として機能する位置に置かれていればよい。
（1-3）また、上記のグランドメタル層から抵抗膜までの距離は、好ましくは不要放射波
において1/4波長である。これにより、半導体回路チップ6内で発生した不要放射波は、グ
ランドメタル層で反射されて戻るとき、グランドメタル層から抵抗膜までの距離が1/4波
長であることに伴い、この1/4波長の位置に形成された抵抗膜で定在波の腹が生じること
となり、この抵抗膜においてよりその吸収差（減衰度）が大きくなる。
（1-4）また、上記の半導体回路チップや抵抗膜に対して被せるメタルキャップを設け、
この抵抗膜からメタルキャップまでの空間の距離を上記の不要放射波において1/4波長と
することもできる。
 
【００１０】
　これにより、抵抗膜からメタルキャップまでの空間距離が1/4波長であるため、抵抗膜
で吸収し切れずに通過した不要放射波は、メタルキャップで反射され、戻って来て抵抗膜
の位置において定在波の腹が生じることとなり、この抵抗膜において大きく減衰させるこ
とが可能となる。
（1-5）さらに、上記の抵抗膜は、空気の特性インピーダンスと等しい抵抗値を有するも
のとすることができる。
【００１１】
　すなわち、抵抗膜のシート抵抗値が、空気の特性インピーダンスと等しい値を有する場
合には、半導体回路チップから漏洩した不要放射波は、抵抗膜とその抵抗膜の周囲の空気
とがインピーダンス整合されていることに伴い、この抵抗膜において終端され、以て電力
消費が最大になるので、最も減衰することになる。
（2）本発明では、上記の前提において、誘電体基板上に半導体回路チップ及び抵抗膜を
載置した状態で、この抵抗膜に対してさらに別の誘電体基板を実装し、この誘電体基板の
、該抵抗膜とは反対側の面にメタル層を形成する。
【００１２】
　すなわち、半導体回路チップ内において発生した不要放射波は、抵抗膜で吸収されるが
、吸収し切れずに漏洩する不要放射波は、別の誘電体基板を経由してメタル層に到達する
ので、このメタル層で反射し、戻って来るときにやはり抵抗膜において吸収される形とな
る。これは、半導体回路チップからグランドメタル層の方に漏洩した不要放射波について
も同様である。
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（2-1）上記の別の誘電体基板のメタル層は、放熱用のキャップに接続してもよく、この
キャップは、半導体回路チップと抵抗膜と別の誘電体基板とを覆うものである。
これにより、半導体回路チップ内で発生した熱を抵抗膜及び別の誘電体基板を介してキャ
ップに逃がすことが可能となる。
（2-2）この場合の抵抗膜は、上記の別の誘電体基板に接着されており、且つ半導体回路
チップの材質の誘電率によって決定される特性インピーダンスに等しい抵抗値を有するも
のであることが好ましい。
【００１３】
　すなわち、抵抗膜は、半導体回路チップとインピーダンス整合が取れた形になっている
ので、半導体回路チップから漏洩した不要放射波は、抵抗膜で最大限減衰することになり
、抵抗膜で減衰し切れずに漏洩する不要放射波に関しては、上記と同様に別の誘電体基板
を介してメタル層で反射させ、やはり抵抗膜で減衰させることができる。
（2-3）また、上記の抵抗膜は、上記の別の誘電体基板に接着されておらず、半導体回路
チップから空間を隔てて形成されたものであってもよく、上記の別の誘電体基板のメタル
層を介してキャップに接続してもよい。この場合のキャップは、上記と同様に半導体回路
チップと抵抗膜と別の誘電体基板とを覆うものである。
【００１４】
　すなわち、この場合には、抵抗膜と半導体回路チップとが離れており、この場合に半導
体回路チップから漏洩した不要放射波は空間を経由して抵抗膜に入り、この抵抗膜からさ
らに別の誘電体基板を通過するが、この別の誘電体基板のメタル層で反射されて戻って来
るとき、抵抗膜で減衰することになる。
（2-4）さらに、上記の別の誘電体基板自体が半導体回路チップを覆うキャップであって
もよく、この場合にこのキャップの内側に抵抗膜が、半導体回路チップから空間を隔てて
形成され、その外側にはメタル層を形成すればよい。
【００１５】
　これは上記のキャップの代わりに別の誘電体基板を用いたものであり、不要放射波は同
様に減衰することとなる。
（2-5）さらに、上記の抵抗膜は、空気の特性インピーダンスと等しいシート抵抗値を有
するものであることが好ましい。
【００１６】
　すなわち、半導体回路チップと抵抗膜とは空間を隔てているので、この空間における空
気の特性インピーダンスと等しいシート抵抗値を抵抗膜が有することにより、半導体回路
チップから漏洩した不要放射波は、空間とインピーダンス制御された抵抗膜において最大
限減衰され、それでもなお且つ漏洩した不要放射波は別の誘電体基板を経由してメタル層
で反射し、戻って来たときにやはり抵抗膜で減衰することになる。
（2-6）上記の別の誘電体基板は、不要放射波において1/4波長の厚さを有することが好ま
しい。
【００１７】
　すなわち、半導体回路チップから漏洩した不要放射波は、抵抗膜で一旦減衰するが、な
お且つ漏洩して別の誘電体基板に入力され、反対側のメタル層で反射されたとき、誘電体
基板の厚さが1/4波長であるため、やはり抵抗膜におい定在波の腹が生じるので、不要放
射波を最大限減衰させることが可能となる。
　上記の抵抗膜は、メッシュ状のパターンに形成してもよい。これにより、抵抗膜のシー
ト抵抗値は、高周波においても、或いは直流的にも高めることが可能となる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように本発明の回路モジュールによれば、キャップの有無に関わらず、半導体回
路チップから漏洩した不要放射波に対するアイソレーションを向上させることができるが
、キャップを用いれば、半導体回路チップを、フリップチップ実装とは逆のフェイスアッ
プ実装した場合に特に半導体回路チップからの不要放射波の吸収に対応できることとなる
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。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る回路モジュールの実施例を、図面を参照して説明する。なお、下記
の実施例[1]～[4]は、本発明に不可欠の実施例ではない。
【００２０】
実施例[1]:図1及び図2
　図1及び図2は、実施例[1]を示しており、特に図1はその斜視図を示し、図2(1)は、図1
においてA-A面で切断した時の断面図を部分的に示し、B-B面で切断した時の断面図を同図
(2)に示している。
【００２１】
　この実施例[1]において、チップ実装用誘電体基板1上にはグランドメタル層2と信号線5
aが形成されており、これらのグランドメタル層2及び信号線5aの上方には半導体回路チッ
プ6が設けられている。この半導体回路チップ6は、その表面にグランドメタル層４及び信
号線5が形成されており、裏面には抵抗膜7が形成されている。信号線5は、メタルバンプ3
を介して信号線5aに接続されている。すなわち、信号線5とグランドメタル層2との間には
空間が存在している。また、信号線5aは、スルーホール8を介して信号線5bに接続されて
おり、この信号線5bから外部回路に接続されるようになっている。
　このように、実施例[1]は、図11に示した従来例に対して半導体回路チップ6の裏面に抵
抗膜7を設けたものであり、但しキャップ9は設けないようにしたものである。
【００２２】
　このような実施例[1]において、半導体回路チップ6の内部からチップ裏面へ漏洩する不
要放射波が発生したとき、この不要放射波は抵抗膜7においてその電力が消費されて減衰
する。
　このとき、抵抗膜7のシート抵抗値を周囲の空気の特性インピーダンス（Rs-air=約380
Ω）にすることにより（式１：特性インピーダンスZ0=√(μ/ε)、μ：媒質の透磁率、ε
：媒質の誘電率、この場合の媒質は空気）、周囲の空間とのインピーダンス整合が取れる
ことなり、不要放射波の電力が、抵抗膜7で最大消費され、減衰することになる。
【００２３】
　なお、この380Ωというシート抵抗値Rs-airは、ITO（Indium-Tin-Oxide）膜などによっ
て実現できるが、一般的なメタル抵抗では380Ωより低い50～100Ω程度の抵抗値を用いて
もよい。また、低い抵抗値の抵抗膜をメッシュ状のパターンで形成することにより等価的
に終端させる抵抗値を高くすることが可能である。
【００２４】
　また、半導体回路チップ6の内部で発生された不要放射波は、そのチップ表面にも進行
するが、グランドメタル層4及び信号線5がチップ表面に反射層又は反射板として形成され
ている（特に図2(2)参照。）ので、ここで反射されることを考慮して、グランドメタル層
4から抵抗膜7までの距離、すなわち半導体回路チップ6の厚みを、所定の周波数において1
/4波長にすることで、抵抗膜7の位置で定在波の腹を生じさせ、この定在波を抵抗膜7で大
きく消費させることが可能となる。
【００２５】
実施例[2]:図3
　図3は、実施例[2]を示しており、この実施例[2]は、図1及び図2に示した実施例[1]に対
してキャップ9を設けた点が異なっている。そして、図1に示すような斜視図は示していな
いが、図1のA-A面で切断した場合に相当する断面図が図3(1)に示されており、B-B面で切
断した時の断面図が同図(2)に示されている。
【００２６】
　この実施例[2]における不要放射波を抵抗膜7で減衰させる動作は、上記の実施例[1]と
同様であるが、キャップ9を設けることにより、半導体回路チップの破壊を防止すると共
に、半導体回路チップ6を形成するGaAsを気密封止する機能を備えている。
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【００２７】
　このように実施例[1]の場合には、キャップが無くても不要放射波を吸収することがで
きるのであるが、実施例[2]のように、キャップを設ければ、上述のように破壊防止や気
密封止機能を付加することが可能となる。
【００２８】
実施例[3]:図4
　図4は、実施例[3]を示しており、この実施例[3]は、図3に示した実施例[2]に対して、
基本的な構造は同じであるが、キャップとしてメタルキャップ9aを用いると共に、抵抗膜
7とメタルキャップ9aとの間隔を所定の周波数において1/4波長にした点が異なっている。
【００２９】
　すなわち、半導体回路チップ6の内部で発生した不要放射波は、抵抗膜7において吸収（
減衰）されるが、全て吸収されない場合には、この抵抗膜7からさらにメタルキャップ9a
の方向へ進み、このメタルキャップ9aで反射することになる。
　このとき、メタルキャップ9aと抵抗膜7との間隔を1/4波長にしておくことにより、反射
した不要放射波は抵抗膜7において定在波の腹が生じ、この抵抗膜7において大きく電力消
費されることになるので、メタルキャップ9aで反射した不要放射波も同時に抵抗膜7で吸
収されることになる。このため、キャップとしてメタルキャップが用いられている。
実施例[4]:図5
　図5は、実施例[4]を示したもので、この実施例[4]は、基本的には図3に示した実施例[2
]と同様であるが、半導体回路チップ6の表面において、図5(1)のB-B断面図及び同図(2)の
A-A断面図に示すように、信号線5のみを半導体回路チップ6の表面に直接形成し、グラン
ドメタル層4については誘電体10を介して形成している点が異なっている。このため、信
号線5は、メタルバンプ3a、信号線5C、及びメタルバンプ3を経由して信号線5aに接続され
ている。半導体回路チップ6の厚みと誘電体10の厚みを足した厚み、すなわち抵抗膜7とグ
ランドメタル層4との間隔を1/4波長としている。
【００３０】
　この実施例[4]についての不要放射波に関する動作は、図3に示した実施例[2]と同様で
ある。
【００３１】
実施例[5]:図6及び図7
　図6及び図7は、本発明に係る回路モジュールの実施例[5]を示したもので、これらの図
から分るように、この実施例[5]においては、図5に示した実施例[4]においてキャップを
用いないと共に、抵抗膜7aが下面に形成され、メタル層13が上面に形成された誘電体基板
12を、半導体回路チップ6の裏面に非導電性接着剤11で接着した点が異なっている。
　このような実施例[5]において、抵抗膜7aのシート抵抗値は、半導体回路チップ6の材質
の誘電率によって決定される特性インピーダンスに等しい抵抗値Rs-chipを有する。一般
にチップ材質の比誘電率は1よりも大きいので、式１より、インピーダンス整合させる抵
抗値を低く設定できることになる。GaAs（比誘電率～13）の場合は100Ω程度と低く設定
できる。
【００３２】
　また、誘電体基板12の厚さは、1/4波長としている。
【００３３】
　従って、半導体回路チップ6から発生されて、チップ裏面に進行する不要放射波は、抵
抗膜7aが半導体回路チップ6とインピーダンス整合が取れているので、この抵抗膜7aで終
端され、漏洩した不要放射波の電力消費を最大にさせた状態で吸収することができる。
　この抵抗膜7aで吸収できなかった不要放射波は、さらに誘電体基板12に進むが、メタル
層13で反射されるので、この反射波は誘電体の厚さである1/4波長に位置する抵抗膜7aで
定在波の腹となり、この抵抗膜7aでやはり大きく吸収されることとなる。
【００３４】
　なお、半導体回路チップ6の裏面に実装する誘電体基板12の厚さを1/4波長とすることで



(7) JP 5571006 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

抵抗膜7aのシート抵抗値によって不要放射波が終端されていることになるので、半導体回
路チップ6の厚さは必ずしも1/4波長でなくてもよい。
【００３５】
実施例[6]:図8
　図8には、本発明に係る回路モジュールの実施例[6]が示されており、この実施例[6]は
、図7に示した実施例[5]に放熱用のキャップ9bを取り付けると共に、メタル層13と放熱キ
ャップ9b等を接着剤14で接着固定している点が異なっている。
【００３６】
　すなわち、この実施例[6]においては、半導体回路チップ6で発生した熱を、抵抗膜7a、
メタル層13、及び接着剤14を経由して放熱キャップ9bに逃がすことが可能となる。
【００３７】
　なお、本発明に関連する実施例として、さらに以下の関連実施例[7]及び[8]を開示する
。
関連実施例[7]:図9
　図9は、本発明に係る回路モジュールに関連する関連実施例[7]を一部断面図で示したも
ので、図8に示した実施例[6]において、半導体回路チップ6の裏面には空間を設け、抵抗
膜7とメタル層13を実装した誘電体基板12をキャップ9に接着している点が異なっている。
なお、メタル層13とキャップ9との間の接着剤は省略してある。
【００３８】
　この関連実施例[7]においては、誘電体基板12は、実施例[6]と同様に1/4波長の厚さを
有するが、その半導体回路チップ6の側の誘電体基板の下面に設けた抵抗膜7は、半導体回
路チップ6との間の空間における特性インピーダンスに等しいシート抵抗値Rs-airを有す
るものである。
　このような関連実施例[7]においては、半導体回路チップ6の裏面から漏洩した不要放射
波は、この空間とインピーダンス整合状態になっている抵抗膜7において終端され吸収さ
れることになる。
【００３９】
　この抵抗膜7で吸収し切れなかった不要放射波はさらに誘電体基板12を通過するが、メ
タル層13で反射されると、1/4波長の位置に置かれている抵抗膜7で定在波の腹となるため
、やはりこの抵抗膜7において不要放射波が大きく吸収されることとなる。なお、この関
連実施例[7]においても、半導体回路チップ6の厚さは必ずしも1/4波長である必要はない
。
【００４０】
関連実施例[8]:図10
　図10は、本発明に係る回路モジュールに関連する関連実施例[8]の断面図を部分的に示
したものであり、この関連実施例[8]と図9に示した関連実施例[7]との違いは、誘電体基
板12自体をキャップとして用いた点である。すなわち、半導体回路チップ6の上方にある
抵抗膜7を下面に形成すると共に上面にはメタル層13aを形成した誘電体キャップ12aが半
導体回路チップ6を覆うように形成されている。
　この関連実施例[8]の不要放射波に関する動作は、図9に示した関連実施例[7]と同様で
あるが、キャップを新たに用いなくて済むという利点を有している。
【００４１】
　なお、上記実施例によって本発明は限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載に
基づき、当業者によって種々の変更が可能なことは明らかである。
【００４２】
（付記１）
　誘電体基板と、
　該誘電体基板に対してグランドメタル層を介して実装される半導体回路チップと、
　該半導体回路チップの、該誘電体基板とは反対側に形成された抵抗膜と、
　を備えたことを特徴とする回路モジュール。



(8) JP 5571006 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

（付記２）付記１において、
　該抵抗膜が、該半導体回路チップの裏面に直接又は非導電性接着剤を介して形成されて
いることを特徴とした回路モジュール。
（付記３）付記２において、
　該グランドメタル層が、該半導体回路チップの表面又は該誘電体基板上に直接形成され
ていることを特徴とした回路モジュール。
（付記４）付記１において、
　該グランドメタル層から該抵抗膜までの距離が、所定の周波数において1/4波長である
ことを特徴とした回路モジュール。
（付記５）付記１において、
　該半導体回路チップ及び該抵抗膜に被せるメタルキャップをさらに備え、該抵抗膜から
該メタルキャップまでの空間距離を所定の周波数において1/4波長としたことを特徴とす
る回路モジュール。
（付記６）付記１から５のいずれか一つにおいて、
　該抵抗膜が、空気の特性インピーダンスと等しいシート抵抗値を有することを特徴とし
た回路モジュール。
（付記７）付記１において、
　該抵抗膜に対して実装され、該抵抗膜とは反対側の面にメタル層が形成された別の誘電
体基板をさらに備えたことを特徴とした回路モジュール。
（付記８）付記７において、
　該別の誘電体基板のメタル層が、放熱用のキャップに接着され、該半導体回路チップと
該抵抗膜と該別の誘電体基板が該キャップによって覆われていることを特徴とした回路モ
ジュール。
（付記９）付記７又は８において、
　該抵抗膜が、該別の誘電体基板に接着されており、且つ該半導体回路チップの材質の誘
電率によって決定される特性インピーダンスに等しいシート抵抗値を有することを特徴と
した回路モジュール。
（付記１０）付記７において、
　該抵抗膜が、該半導体回路チップから空間を隔てて形成され、且つ該別の誘電体基板の
メタル層を介してキャップに接着されており、該半導体回路チップと該抵抗膜と該別の誘
電体基板が該キャップによって覆われていることを特徴とした回路モジュール。
（付記１１）付記９において、
　該別の誘電体基板が該半導体回路チップを覆うキャップとして形成され、その内側に該
抵抗膜が、該半導体回路チップから空間を隔てて接着され、その外側に該メタル層が形成
されていることを特徴とした回路モジュール。
（付記１２）付記１０又は１１において、
　該抵抗膜が、空気の特性インピーダンスと等しいシート抵抗値を有することを特徴とし
た回路モジュール。
（付記１３）付記７から１２のいずれか一つにおいて、
　該別の誘電体基板の厚さが、所望の周波数において1/4波長であることを特徴とした回
路モジュール。
（付記１４）付記１から１３のいずれか一つにおいて、
　該抵抗膜が、メッシュ状のパターンに形成されていることを特徴とした回路モジュール
。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】実施例[1]（キャップ無し）を示した斜視図である。
【図２】実施例[1]のA-A部分断面図及びB-B断面図を示したものである。
【図３】実施例[2]（キャップ付き）のA-A部分断面図及びB-B断面図を示したものである
。
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【図４】実施例[3]（キャップ付き）の部分断面図である。
【図５】実施例[4]（キャップ付き）のA-A部分断面図及びB-B断面図を示したものである
。
【図６】本発明に係る回路モジュールの実施例[5]（キャップ無し）を示した斜視図であ
る。
【図７】本発明に係る回路モジュールの実施例[5]の部分断面図である。
【図８】本発明に係る回路モジュールの実施例[6]（キャップ付き）の部分断面図である
。
【図９】本発明に係る回路モジュールに関連する関連実施例[7]の部分断面図である。
【図１０】本発明に係る回路モジュールに関連する関連実施例[8]の部分断面図である。
【図１１】従来から知られている回路モジュールのA-A部分断面図及びB-B断面図である。
【符号の説明】
【００４４】
　1　チップ実装用誘電体基板
　2,4　グランドメタル層
　3,3a　メタルバンプ
　5,5a,5b,5c　信号線
　6　半導体回路チップ
　7,7a　抵抗膜
　8　スルーホール
　9　キャップ
　9a　メタルキャップ
　9b　放熱用キャップ
　10　誘電体
　11　非導電性接着剤
　12　誘電体基板
　12a　誘電体キャップ
　13,13a　メタル層
　14　接着剤
　図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。
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